
Sony Corporation Semiconductor Company President Award 1999
                                                  to

                                   Yoshiaki Hagiwara
       Office of Semiconductor Business Strategy, Sony Corporation











*************************************************
電界強度を WDD=0.1μm あたり, kT=0.0259 eVとして kT/WDD=0.259 eV/μm とすると、
Vout=0.100000 WD=2.115496  

Vout=0.200000 WD=1.763110
Vout=0.300000 WD=1.451373
Vout=0.400000 WD=1.174089
Vout=0.500000 WD=0.924922
の値をC-codeでの簡単な計算(下記参照）で得る。

結論として、従来のシングル接合PN接合型太陽電池では空乏層幅は最大２μｍが限界であると
結論できる。それに相当する変換効率は２０％程度であることが算出できる。
*************************************************

東北大学の西澤教授が１９５０年２４歳の時に発明した P/I/N Photodiodeは
高い光電変換効率が期待されたが、なぜ広く実用化されていない理由を考えると、
純粋濃度ゼロの結晶体は現実では製造が難しく高価である事と結晶表面に電界が
存在し表面暗電流（リーク）が増加し変換効率がそれほど期待できない為である。
受光面をピン留めして受光面での再結合暗電流を低減する必要がある事を萩原は
２６歳の時に考えた。すべては次の２つの関係式が明示しているが、この原理式
を理解している半導体デバイス物理科学者が今も当時も大変少ない事が問題です。

DP=NV*exp(-VBP/kT)-NC*exp((VBP-EG)/kT);
DN=NC*exp(-VBN/kT)-NV*exp((VBN-EG)/kT);

https://www.rp-photonics.com/p_i_n_photodiodes.html

純粋のP/I/N Photodiodeは太陽電池としは期待できない事を明示している。
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